Исследование переключения сопротивления и емкости в структурах на основе LiNbO3 с включениями CoFeB
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Главное свойство мемристора – изменение сопротивления в зависимости от протекшего через него заряда, вследствие чего появляется возможность переключения между двумя состояниями: с большим и с малым сопротивлением [1]. Обычно мемристоры представляют собой оксид металла, заключенный между двумя металлическими электродами. Мемристоры считаются перспективными устройствами для многих практических применений, например, для использования в чипах памяти, логических схемах или нейроморфных системах [2]. Интересно, что в мемристивных структурах происходит переключение не только сопротивления, но и емкости. В отличие от сопротивления, которое меняется от большего к меньшему, емкость переключается из состояния с низким значением в состояние с высоким значением емкости  [3]. Однако это явление на данный момент изучено не так подробно, как переключение сопротивления. Диэлектрическую матрицу системы можно модифицировать, добавив в нее металлические наночастицы. Такой подход позволяет сократить время переключения и уменьшить напряжение, необходимое для переключения [4]. 

В данной работе в роли диэлектрической матрицы выступал нестехиометричный оксид ниобата лития [image: image2.png]LiNbO,__



, с добавлением наночастиц CoFeB. При изучении свойств данных структур применялся как теоретический, так и экспериментальный подход. Было исследовано влияние различной концентрации наночастиц в системе  [image: image4.png](CoyFe,B,), (LiNbO;_ ),



 на процесс переключения сопротивления и емкости.

Продемонстрировано переключение сопротивления и емкости образцов [image: image6.png](CoyFe,B,), (LiNbO;_ ),



. Показано, что при высоких частотах переменного сигнала переключение сопротивления и емкости в исследованных образцах либо очень слабое, либо не наблюдается вовсе. 
Предложена теоретическая модель, позволяющая описать измеренные экспериментально (на постоянном и переменном сигналах) вольт-амперные и вольт-фарадные характеристики структур [image: image8.png](CoyFe,B,), (LiNbO;_ ),
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